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图为长鑫存储在第二十二届中国国际半导体博览会图为长鑫存储在第二十二届中国国际半导体博览会（（ICIC ChinaChina））上的展台上的展台

同时起步

齐头并进

存储芯片在整个集成电路行业中属于设
计与制造难度最高的类别之一，全球存储市
场至今仍被美韩巨头掌控。因此，2016年之
前，我国在DRAM与3D NAND两大核心领
域几乎没有技术积累与产业基础。到了
2016年，长鑫科技与长江存储两家企业相继
诞生，中国存储产业“长”出新芽。

长江存储在武汉新芯的基础上，于2016年
起步，总投资约为240亿美元，成立之初便肩负
着突破3D NAND技术垄断的战略使命。公
司从成立之初就坚持自主研发核心架构，凭借
武汉新芯积累的半导体制造经验，快速切入
3D NAND赛道，逐步构建起自身的技术体
系。2025年，长江存储终止控股子公司武汉新
芯科创板IPO，进一步整合资源聚焦核心主业，
凸显了集团整体资本化的战略布局。

长鑫科技则是公司尚未注册成立，便于
2016年5月在合肥启动长鑫科技DRAM基地
一期项目，总投资额高达1500亿元，专注于
DRAM研发、生产与销售，成为当时国内投入
最大、规格最高的DRAM产业项目之一。

2017 年 11 月 16 日，长鑫存储技术有限
公司正式成立。成立初期，长鑫科技面临着
技术封锁、人才短缺、设备受限等多重困境，
只能从破产的德国奇梦达公司引进基础专
利，再结合自身研发进行迭代优化。2019年
底，长鑫科技逐渐完善了技术布局，降低了对
海外技术的依赖。从 2017 年基地开工到
2019年产品试产，长鑫科技用两年时间完成
了从厂房建设到产品试产的跨越式推进。
2025年7月，长鑫科技启动IPO辅导，10月通
过验收，12月IPO获受理；2026年3月因财务
资料过期中止审核，5月17日更新招股书并
恢复“已问询”状态，上市进程全面提速。

截至目前，两家企业均已成长为国内各
自赛道的领军企业，长鑫存储成为中国大陆
唯一实现 DRAM 大规模量产的 IDM 厂商，
长江存储则成为全球领先的 3D NAND 闪
存供应商，二者形成“双轮驱动”格局，逐渐渗
透国际市场。

技术加速突破

筑牢核心技术壁垒

技术研发是存储芯片产业的核心竞争
力，长鑫存储与长江存储成立以来，持续加大
研发投入，突破多项核心技术瓶颈，形成了各
具特色的技术优势。

长鑫科技聚焦DRAM赛道，始终以技术
迭代为核心，逐步突破先进制程与产品品类
的双重壁垒。成立初期，长鑫科技以奇梦达
的 90nm DRAM 技术为基础，逐步迭代优
化，2019年7月实现8Gb DDR4工程样品试
产，标志着国产DRAM实现从0到1的突破；

2020年，实现DDR4产品规模化量产，良率
逐步提升至70%以上；2023年11月，正式推
出 LPDDR5 系列产品，成为国内首家推出
自主研发生产 LPDDR5 产品的品牌，并应
用于国内主流手机厂商机型；2025年11月，
公司发布的新一代DDR5产品系列，最高速
率达8000MT/s，覆盖服务器、工作站及个人
电脑等全场景领域；2026 年 4 月，LPDDR6
已进入送样阶段，有望 2026 年下半年全球
首发，实现中国存储厂商在主流旗舰内存领
域的首发突破。

在工艺上，长鑫科技逐步突破17nm工
艺壁垒，目前 17nm DRAM 工艺良率已稳
步提升至80%，同时，积极布局前瞻技术，加
速推进HBM3研发，计划2027年实现量产，
填补国产HBM领域的空白。

长江存储则聚焦3D NAND赛道，以自
主研发的Xtacking架构为核心，走出了一条
差异化的技术突破之路。2017年，长江存储
研制成功中国第一颗3D NAND闪存芯片，
打破了海外厂商在该领域的技术封锁；2018
年8月，公开发布其突破性技术——Xtack-
ing架构，可实现在两片独立的晶圆上分别
加工外围电路和存储单元，再通过数十亿根
垂直互联通道将两片晶圆键合，相比传统
3D NAND 闪存架构可带来更快的 I/O 传
输速度、更高的存储密度和更短的产品上市
周期，成为长江存储的核心技术壁垒。

在堆叠层数上，2019 年 9 月，长江存储
正式宣布量产基于 Xtacking 架构的中国首
款64层256Gb TLC 3D NAND闪存；2021
年，量产 128 层 3D NAND 芯片，进一步提
升了存储密度和性能；2024 年，量产232 层
3D NAND 芯片，该芯片基于 Xtacking 4.0
架构，通过双层堆叠实现等效294层存储密
度，存储密度达 20Gb/mm2，I/O 速度超过

7000MB/s。截至目前，长江存储的专利申请
数量超过1万件，凭借Xtacking架构形成了
坚实的专利壁垒，2025 年 2 月，更是向海外
巨头授权关键技术专利，实现了中国存储技
术的反向输出。

从试点量产到规模扩张

产能持续增长

存储芯片产业具有重资产、高投入、高
壁垒的特点，产能规模直接决定企业的市场
竞争力。长鑫科技与长江存储成立以来，持
续加大产能投入，逐步实现从试点量产到规
模化扩张的跨越，产能规模稳步提升，逐步
满足国内市场对国产存储芯片的需求，并走
向全球市场。

长鑫科技的产能布局主要集中在合肥，
目前已建成3座12英寸晶圆厂，聚焦DRAM
产品的规模化生产。2019年，长鑫科技实现
DDR4 产品试点量产，月产能 1 万片左右；
2020 年，月产能逐步提升至 3 万片，良率稳
定在70%以上；2022年，月产能突破5万片，
实现规模化量产，逐步满足国内PC、服务器
厂商的基础需求；2024 年，月产能提升至 8
万片，产品覆盖 DDR4、DDR5、LPDDR5 等
多个品类；2026年，随着IPO募资项目的推
进，月产能计划提升至 12 万片，其中高端
DDR5、LPDDR5 产品产能占比将提升至
60%以上，进一步满足AI服务器、高端手机
等领域的需求。

从市场份额来看，全球 DRAM 市场长
期被三星、SK 海力士、美光三巨头垄断，长
鑫科技作为后起之秀，市场份额稳步提升。
据了解，2023年第四季度，长鑫科技的全球
市场份额仅为4.2%；2024年第四季度，提升

至 6.8% ；2025 年第四季度 ，进一步增至
7.67%，跃居全球第四。

根据长鑫科技 IPO 招股书，其 2026 年
第一季度营业收入达 508 亿元，同比增长
719.13% ，净 利 润 330.12 亿 元 ，同 比 增 长
1268.45%，业绩爆发的核心原因之一就是产
能释放与产品结构优化。截至2026年第一
季度，长鑫科技DRAM产品年产量已达96
万片晶圆，折合8Gb DDR4芯片约12亿颗，
能够满足国内约 15%的 DRAM 市场需求，
有效缓解了国产 DRAM 的进口依赖。同
时，公司计划在2027年前，将月产能提升至
15万片，进一步扩大市场份额。

长江存储的产能布局集中在武汉，目前
运营两座 12 英寸晶圆厂，主要生产 3D
NAND 闪存芯片，同时三期工厂正在加速
建 设 中 。 2019 年 ，长 江 存 储 64 层 3D
NAND实现量产，月产能约2万片；2021年，
随着128层产品的量产，月产能提升至5万
片；2023年，月产能突破10万片，产品覆盖
64层、128层、232层等多个规格；2026年第
一季度，月产能已达18万片，两座晶圆厂合
计月产能约20万片，232层3D NAND芯片
产能占比达40%，能够满足国内智能手机、
固态硬盘等领域的部分需求。

2025年，长江存储与湖北长晟三期共同
出资207.2亿元成立长存三期（武汉）集成电
路有限责任公司，布局产能扩张，三期工厂
设备安装已启动，预计2026年底投产，全部
达产后，长江存储月产能将达50万片，年产
量折合 128Gb 3D NAND 芯片约 60 亿颗，
能够满足全球约 15%的 NAND 市场需求。
此外，长江存储还围绕“存算一体”的产业发
展趋势，布局世界级存算一体产业化基地，
计划 2028 年在武汉光谷建成投用，进一步
完善产能布局与产业链配套。

市场份额方面，在 3D NAND 领域，全
球市场同样被美韩日厂商主导，2025年第四
季度，三星、铠侠、SK海力士、美光四家企业
合计占据全球85%的市场份额。长江存储凭
借Xtacking架构的技术优势，市场份额快速
提升：2023 年第四季度，全球市场份额为
8.2%；2024 年第四季度，提升至 11.5%；2026
年第一季度，进一步增至16.4%，位列全球第
四。国内市场方面，长江存储2026年第一季
度占据国内3D NAND市场份额约35%，成
为国内最大的3D NAND供应商，产品广泛
应用于智能手机、固态硬盘、U盘、数据中心
等领域。同时，长江存储积极拓展海外市场，
2025年海外营收占比达30%，产品出口至欧
洲、东南亚、南美洲等地区，逐步提升全球市
场影响力。

机遇与挑战并存

向全球领先迈进

以人工智能为代表的新兴应用爆发，驱
动全球数据存储需求持续增长，存储产业迎
来“超级周期”，为长鑫科技与长江存储带来
了前所未有的发展机遇。但同时，两家企业
也面临着技术差距、市场竞争、周期波动等多
重挑战，未来发展任重而道远。

从发展机遇来看，全球存储市场需求持
续旺盛。Omdia数据显示，全球DRAM市场
规模有望从2025年的1505亿美元增至2030
年的5710亿美元，年复合增长率达30.56%，
NAND市场同样保持高速增长，AI服务器、
智能手机、固态硬盘等需求持续旺盛。其中，
AI服务器对存储芯片的需求尤为突出，单台
AI服务器DRAM用量是传统服务器的8~10
倍，HBM作为AI服务器的核心内存，市场需
求迎来爆发式增长，这为长鑫科技的 HBM
研发与量产提供了广阔市场空间；同时，本土
化进程持续推进，国内科技企业对国产存储
芯片的需求不断提升，为两家企业提供了稳
定的客户基础。此外，上市后，两家企业将获
得更充足的资本支持，加速技术研发与产能
扩张，进一步提升市场竞争力。

同时，两家企业也面临着诸多挑战：一是
技术差距依然存在。DRAM领域，三星、SK海
力士已量产 14nm、12nm 工艺，HBM 技术成
熟，而长鑫科技17nm工艺刚趋于稳定，HBM3
尚未量产；NAND领域，三星已量产300层以
上堆叠芯片，长江存储232层技术仍在爬坡，
高端产品的良率与成本控制仍有提升空间。
二是市场形势变化莫测。近日，在韩国国家工
程院第285届NAEK论坛上，三星电子设备解
决方案部门常任顾问、三星半导体（DS）部门
前总裁庆桂显（Kye-hyun Kyung）表示，随着
中国企业积极扩大产能，全球存储芯片的供
应格局或将迎来剧变，内存价格有望在明年
下半年或2028年上半年显著下跌。两家企业
需要做好应对方案，降低风险。

如今，两家企业从技术空白到全球第四，
从连年亏损到业绩爆发，长鑫科技与长江存
储的崛起，为中国存储产业做出了关键贡
献。上市，只是新发展阶段的开始。

本报讯 近日，模拟芯片大厂
ADI宣布，已与电源管理芯片公司
Empower Semiconductor 达成最终
协议，根据协议，ADI 将以 15 亿美
元的全现金交易收购Empower。

随着AI计算的扩展，功率密度
已成为限制因素。在计算点提供高
密度、高效功率，同时应对快速变化
的需求，如今已成为系统设计中最
关键的挑战之一。而 Empower 则
是一家专注于解决 AI 与高性能计
算（HPC）领域最棘手的供电挑战
的半导体初创公司。

据 了 解 ，Empower 成 立 于
2014 年，由一群平均拥有超过 25
年模拟 IC 设计经验的行业老兵
共同创立。团队擅长将处理器级
的尖端工艺迁移至功率器件，并
拥有超过 100 项国际专利。核心
技 术 是 集 成 电 压 调 节 器（IVR）
与硅电容（E-CAP）。

基 于 此 ，其 颠 覆 性 的 Cre-
scendo 垂直供电平台 可将电力
传 输 路 径 从“ 厘 米 级 ”缩 短 至

“毫米级”，直接贴装在 AI 芯片

（如 GPU）底部。目前，Empower
主 要 服 务 于 英 伟 达 、迈 威 尔
（Marvell）等头部 AI 芯片客户以
及超大规模数据中心。其技术
已在 OCP 全球峰会上与英伟达
同 台 展 示 。 2025 年 9 月 ，Em-
power 完 成 超 1.4 亿 美 元 的 D 轮
融资。

ADI 与 Empower 携手，将共同
塑造 AI 及其他计算密集型应用的
电力传输架构。通过使电力转换更
靠近处理器，该组合解决方案缩短
了电力传输路径，提升效率，支持更
高性能、更高密度的系统。基于其
在高性能电力管理领域的领先地
位，ADI正在投资其系统级平台，实
现从电网到核心的性能、密度和效
率的飞跃性转变。

ADI 首席执行官兼董事长文
森特·罗什表示：“人工智能基础
设施正在从根本上重塑电力供应
方式，能源如今成为下一代系统
扩展最持久的限制。ADI 已经提
供业内一些性能最高的电力管理
解决方案，借助 Empower，我们进

一步扩展产品组合，帮助客户重
新设计电力系统，实现下一代人
工智能所需的计算密度。这项技
术的影响远超人工智能数据中
心，延伸到任何能源限制可能性
的领域。”

Empower Semiconductor 首席
执 行 官 Tim Phillips 表 示 ：“Em-
power成立的初衷是解决AI电力传
输中最难解决的问题，限制AI吞吐
量的电力瓶颈。我们的技术使 AI
处理器能够达到所需的功率密度、
速度和效率，从而释放出多代性能
的提升。”

Empower 的硅电容器已投入
生产，IVR项目正与领先的超大规
模企业和 AI 硅片供应商紧密合作
推进，ADI将通过其规模、制造和客
户覆盖度加速提升能力。

根据协议条款，协议已获两
家公司董事会批准，ADI将以全现
金收购价格支付 Empower 股东 15
亿美元。该交易预计将在 2026 年
下半年完成。

（邢 闻）

本报讯 5 月 20 日，在 2026
阿里云峰会上，阿里发布基于平
头哥新一代 AI 芯片真武 M890 的
128 卡超节点服务器，搭载互联
芯片 ICN Switch 1.0，通信时延
低至百纳秒级，可让 128 张 AI 芯
片组成一台计算机，满足海量
Agent 并发推理和大模型训练需
求。这是面向 Agentic 时代全面升
级的重要部分，当天阿里云推出
了全新“芯-云-模型-推理”技
术体系。

Agentic 时代，算力集群需要
承载成千上万个 Agent 同时运行，
每个Agent在一次任务中可能连续
发起数十次模型调用，这对通信
时延和带宽有极高要求。磐久
AL128 超节点服务器基于自研 AI
芯片和互联芯片打造，通过单机
柜128卡紧密耦合互联，P2P时延
低 于 150ns， 单 柜 带 宽 达 到 Pb/s
级，可支持海量 Agent 的并发请
求。该超节点服务器已上线阿里
云百炼，支持 Qwen、DeepSeek、
Kimi等主流模型。

据 介 绍 ， 首 次 亮 相 的 真 武
M890采用自研并行计算架构，内
置 144GB 显存，性能是真武 810E
的 3 倍 ， 片 间 互 联 带 宽 达 到
800GB/s，芯片原生支持 FP32 到
FP4等多种数据精度，可应用于高
精度训练、低精度和超低精度推
理的全场景，低精度推理场景
下，不仅可以保证模型输出质
量，还能显著降低单次推理的算
力开销。

平头哥互联芯片 ICN Switch
1.0支持自研ICN互联总线协议和
PCCL 通信库，吞吐量达 25.6Tb-
ps，可支持真武 M890 的高效互
联，提升 AI 集群的算力效率。真
武 M890 搭 配 ICN Switch1.0 芯
片，可实现 64 卡全带宽互联，显
著提升大规模智算集群计算的效率
与稳定性。基于平头哥自研 T-
Head SAIL软件栈的软硬协同，可
最大程度释放芯片的算力。

大会现场，平头哥首次公布真
武系列芯片的规划，未来两年将陆
续推出算力更强的真武 V900、真

武 J900 两代芯片，以满足 Agentic
时代千行百业的 AI 算力需求。目
前，真武系列芯片已累计出货 56
万片，服务了中国电信、中国一
汽、浦发银行等20多个行业的400
多家客户。

随着 Agent 应用的爆发，AI 的
核心任务逐渐从纯对话转向任务
执行，这不仅需要高 AI 算力支撑，
其任务规划、状态管理、工具调用
等环节极其依赖 CPU，CPU 成为
影 响 Agent 执 行 效 率 的 关 键 部
件。平头哥拥有自研的服务器
CPU 倚天系列，可与真武 AI 芯片
高效协同，大幅提升 AI 推理效率，
有效应对 Agent 高并发任务的负
载压力。

目前，平头哥已推出真武系
列 AI 芯片、倚天系列 Arm 服务
器 CPU、 磐 脉 系 列 智 能 网 卡 、
镇 岳 系 列 存 储 主 控 芯 片 、 ICN
Switch 互联芯片等数据中心核心
芯片，实现算力、网力和存力的
全栈自研。

（文 轩）

我国存储“双子星”携手上市

5月17日，中国DRAM龙头企业长鑫科技更新科创板招股书，审核状态恢复为“已问询”，上市进程全面提速；仅两天后，中国3D NAND领军企业长江存储启动IPO辅导。这对承载着中国
存储芯片本土化使命的“双子星”，携手冲刺资本市场，共同叩响IPO大门，标志着中国存储产业迈入资本化、规模化发展的新阶段。

本报记者 许子皓
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